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Isdo 0,25< x <095 tarkibli Cd Hg, Tebork mohlul kristalinin elextrik

Kegiriciliyinag yiiksak temperaturlu y — kvantlarla giialanma va giiclii elextrikx
sahasinin tasirina baxilmigdir. Aparilan tadqiqat naticasinds milayyan olunmus-
dur ki, elextrix sahasinin miiayyan kritix qiymatindan sonra hom siialanmamis
va ham da gialanmig Cd Hg,_ Te kristalinda elextrix regiriciliyinin nisbi dayis-

masi saha intensivliyindan istlii funksiya soklinda asili olur. Biitiin hallarda bu

Ao

asiiliy —~=~E" kimi ifads olunur. Siialanmamis va y — kvantlarla giialanmaig
O-U

kristallar ii¢iin baxilan bitiin hallarda «kegiriciliyin  nisbi  dayismasi

Ao Ao
K—j —(—j } xarici elextrix sahasi (E), temperatur (T)va siialanma da-
O-U 0 O-U 4

rocasindan (D7 ) asiidir.

Cd Hg, Te xristallarinin praxtix tetbiq sahelorinin teleblorine uy-

gun olaraq onlarin fiziki xasselerine miuxtelif xarici amillerin, o ctimle-
dan radiasiya sualanmalarinin tesiri kifayet gaedsr strafli 6yrenilmemis-
dir. Ona gors deo hemin kristalin elektrik xassslorinin radioaktiv stia-
lanmadan avvel ve sonra atrafli 6yrenilmesi hem elmi ve ham de praxtik
shemiyyete malikdir. Bu kristallarin elextrik xasselorine radiasiyanin
tesirinin xompleks tedqiqi zamani alinmig neticelor, imumiyystle, beork
cisimlorde radiasiyanin elextron proseslorine tesirini oyrenmeye de KO-

mok eds bilor. Maohz buna gore do Cd Hg,_Te (0,20<x<0,95) xristalinin

elextrixk kegiriciliyinin mexanizmine gamma-gtalanmanin tesirinin 6yre-
nilmesi 6z artualligini hemise saxlayir ve muxtelif radiasiya defextlori
olan kristallarda elektron hadiselorinin hem zeif, hem de guclu elextrik
saholorinds 6yrenilmasi ¢ox arxtualdir.

Cd Hg, Te «xristallarinin elektrofiziki xassslorinin todgiginden

mueyyen olunmusdur ki, n-tip kristallarda 7Y —stalanmadan sonra
elektrikkeciricilix azalir ve =keciriciliyin nisbi deyismesi AG/ O, sahs

intensivliyinden ustli funksiya goklinde asili olur. Sokil 1-do muxtelif
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Ao
torkibli n—ve p-tip CdHg Te kristali ugiin 77 K temperaturda —=f(E)

Gy
asililiqlar: verilmisdir. Sexkildeki asililigdan goruntur ki, nimunslorin

o . . Ao .
torkibinden asili olarag musyyen temperaturda —=~ f(£) - nin asilhiliq
o,
0
derecesi qizdirici elextrik sahesinden kKeskin asili olub hem stalanmais,

. . . . Ao e .
hom de stialanmamis niimunsler tigin —~ f(E) asililigr ustlu funksiya
O-U
soklinde deyisir. Sualanma dozasinin D, <10” rad giymetlorinde, nisbaten
asag1 temperatur ve algaq elektrik sahslorinde funksiyanin asililiq de-
recesi onun ilkin giymetinden boyur olur. Stialanma derscesinin artma-
s1 ile r =xemiyyeti artir, sonra ise tedricen azalir. Muxtelif terxibli
Cd Hg,_Te numinslsri t¢in funksiyanin r— asililiq derecesi forqlonir.

Elextrix sahesinin ve temperaturun daha yliksek giymetlerinde stuialan-

. ; . . Ao . .
mis ve stalanmamis nimunsler tgiin —= f(E) asililiginda clizi forq
O-U
musgahide olunur. Sualanma dozasinin D, ~4-10° rad giymetlorinds siia-

lanmis nimunsler tglin kifayst gader yuxari temperatur ve elektrik sa-

. . e te e . . (Ao .
halerinds stialanmadan sonra kegiriciliyin nisbi deyismesi (—j sua-
oy ),
lanmamis haldakindan boyur olur, amma onlarin sahs intensivliyinden
asililiqg formalari teqriben bir-birine uygun olur.
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Wsakun 1. Svvalcadan siialandirdmamis n-Cd,Hgi-xTe (a) va p-CdxHgixTe (b) kristal-
lar ugin elektrikegiriciliyinin nisbi doyismosinin elektrik saho intensivliyinden

(Ezf(};)} asiiligr. x; 1 0,50;2 0,65;3 0,82;4 0,94. T=77K.

0
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Lk 2. n-Cd,Hgi+Te (1, 3 ayrileri) vo p-CdxHgixTe (2 ayrisi) kristallarimda miixtalif gorait-
lardo l:[ﬁj_(A_"j }=f(T) astlilig1. D, rad 12-416;3-10.

Oy Oy

E,V.sni":12-4.10°,3-7-10". x=0,82.
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Wsakun 3. n-CdoesHgoosTe (1, 2 ayrilari) vo p-Cdog2Hgo,1sTe (3 oyrisi) kristallarmda
miixtolif goraitlorde [[A_O']_[A_GJ }=f(x) asdigi. E, Vesm™t: 1,2-4- 103; 3-7.10°%
Oy G, /,

D,=4-10°rad, T=77 K .

Mieyyon olunmusdur ki, D, —stuialanma derecesinin artmasi ile oy-
renilon xkristallarda Ao —mnin relaxksasiya stureti de deyisir. Maeselen,
n-tipCd Hg,_ Te =xristallarinda siialanma dozasi 10° R—den 5-10° R—»

goder deyisdikde, Ao —nin relaksasiya muddeti avvelce zeif, daha sonra
ise suUretle artir. Askar olunmusdur ki, eyni bir nimuns tg¢lin stalanma
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dozasinin musyysn giymetinde Ao —nin relaxksasiya sureti, heme¢inin
elektrik sahesinin intensivliyinden ve temperaturdan asili olur ve omla-
rin artmasi ilo artir. Amma p—tip Cd Hg,_Te xristallarinda ise tamami-
lo forqli hal miisahide olunur. Bels ki, p—tip Cd Hg, Te =xristalinda sa-

he intensivliyi ve temperaturun nisbeten asagi giymetlorinde Ao — nin
relaksasiya sureti asta xararterlidir. Misyyen olunub ki, tedqiq olunan

niimunalor ~10°+10" rad dozali Y — siialar1 ilo siialandirildiqda relaxsa-

siya muddeti cuizi artir. Cd Hg,_ Te birlosmesinin terkibindeki CdTe —un

artimi1 hom 7Y —stialanmanin elextrikkegiriciliyine, hom do ——- nin xa-
o
0

rici elektrik sahesinin intensivliyinden asililigina reskin tesir edir. Sahe
intensivliyi vo stialanma derecesinin mueyyen qiymeatinde

{(A—GJ _{A_o-j } Komiyyeti temperaturdan monoton asili olmayib,
Oy Oy
T <150 K intervalinda tedricen artir, sonra ise T >150 K intervalinda

azalir (§9R11 2). Sekil 3-de azot temperaturunda tedqiq olunan nimuns-
lor tigin kegiriciliyin nisbi deyismesinin kristalin terxibinden (X —den)
asililiq qrafikleri verilmigdir. Sekilden goruniur ki, stialanma dozasinin

D7=4'108 rad qiymotinde ve kifayet qoder giiclii (E =10’V -sm™) elek-
trix sahesinde p—tip kristallarda terkibin x=0,50 +0,95 intervalda dey-
ismoesi ile Keciriciliyin nisbi deyismesi teqriben 40 defe artir. Homg¢inin
uygun seraitde elextrik sahosinin E >3-10° I -sm qgiymetlerinde bels asi-

lilig n-tip kristallar t¢in de misahide olunur. Tecriibede mueyyen
olunmusdur ki, sahe intensivliyi ¢ox da yuksek olmayan elektrik sahalo-

rinde n-tip kristallarda KA_GJ _[Ej } = f(x) asililiginin deyismesi

GO O-D
monoton olmayib, x-in artmasi ile svvelce (x=0,70) artir (=10 defe), so-
nra iss (x=~0,70+0,95 intervalinda) (=30 dafs) azalir. Sexkil 4-de maye azot

temperaturunda her iki qrup (n—- ve p-—tip) Cd Hg, Te xristallar1 ugun
muxtolif intensivlikli ifrat yuxserx tezlixkli elextrixk sahslori tgln

KA_GJ _£A_Gj }=f(D7) asililigr verilmisdir. Mueyyen olunmusdur ki,
0 y

O-O O.O
hor iki tip nimunslor tg¢iin stialanma dozasimin ~10° rad qiymetine geder

. Ao Ao . .
artmasi ile K—j —(—j } Kemiyyeti evvelce artir, sonra ya azalir, ya da
Oy 0y

deyismez qalir. Elektrik sahesinin intensivliyinin daha yuxsex qiy-

. . .. . A A . -
motlorinde ve zoif Y —sualanmalarda ise K—Gj —(—O-j } Komiyyeti slia-
O-U 0 O-U 7

lanma deracesinden asili olmur, D, —nin artimi ile bu xemiyyat avvalce
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Koskin artir, daha yuksek stialanma dozalarinda ise asililiq zeifleyir.

]
108

D}" Rl‘
Lsakmn 4. Miixtolif intensivlikli elektrik sahalorinds n-Cdoes HgoosTe (1, 2 ayrilori) va

A A
p-Cdos2Hgo,1sTe (3, 4 ayrilari) kristallarinda I:(—O-j—(—o-
O-U

J }- nin ¥ — kvantlarm siia-
(o y

lanma dozasindan asdiigi. E, V csmt:1,3-10%:2,4-4-10°. T=77K.

Todqiq olunan  p—Cd Hg,_Te xristallarinda musyysn olunmusdur

Ki,

AO'|- nin relaksasiya muddeti temperaturun ve sahe intensivliyinin

yukselmesi ile azalir. Tedqgigatlar gésterir ki, relaksasiya miiddeti hem
temperaturun, hem de qizdirici elexktrik sahe intensivliyinin artmas: ile
azalir. Nisbaton zeif qizdirici elektrik saholorinde ise sahe intensivliyi-

nin artmasi ile |AO'|- nin relaksasiya muddeti artir. X —in baxilan qiy-
motlorinde p-Cd Hg,_Te =xristallarinda da siialanmaya geder |Ac|-nin

relaksasiyas1 suretli (etaletsiz) olur.
Elektrik sahosinin baxilan butun giymetlorinde n—Cd Hg, Te xris-

tallarinda sualanma dozasinin artmasi1 hesabina hem al¢aq, hem de

Oy

yukseK temperatur intervallarinda Kemiyyeti baslangic giymete

nezeren azalir. Amma asililigin algaq temperatur hissesindexi azalmasi
yuksok temperaturlu hisseye nisbeten daha boyuxr olur. Sualanma doza-
sinin butin baxilan giymetlerinds ve sahenin xifayet geder yuxsek sahs

. - . o " N o Ao
intensivliklorinde asililigin yuksek temperaturlu hissesine uygun |—
O-U
komiyyati temperaturun artmasi ilo xatti qanunla artir. [—|= f(7T) as:1-
o
0

Liliginin yliksex temperaturlu hissesinde xeciriciliyin nisbi deyismesi
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Ao - .
—| ~T" ganunu ile azalir. Alcaq tempera-

o,
0
turlarda ise gosterilon asililiq daha keskin xaraxter alir ve bu asililiq

temperaturdan asili olaraq

Oy

asag1 temperaturlarda ~T" ganunu ile deyisir (haradaxi r>1). Am-

ma elextrix sahosinin intensivliyi E=7-10"V-sm™ qgiymoetine qodor azal-
digda asililiq derecesi r ~3 olur.

p—Cd Hg,_ Te xristallarinda butiin baxilan hallarda temperaturun
yukselmoesi ile kecgiriciliyin nisbi deyismesi stalandirilmis niumunsler

-1 . . I .
~T7, sualandirilmamis nimunslor ugiin ise ~T ganunu

ugun

Oy Oy

ilo deyisir. Stialanma dozas1 10°+4-10° R olan Y — siialar: ile siialandi-

Oy

rilmis p—Cd Hg,_ Te kristallarinda da bu asililiq ~T7 qanunu ile

bas verir ve elextrix sahesinin intensivliyinin nisbeten yuksek
(E~4-10°V-sm™) giymetlorinde asililiq derecesi r vahidden ikiye qoder

artir. Sahe intensivliyinin E=7-10’V-sm™ giymetine goder azalmasi ne-

ticesinde ise r -in giymeati ~3 -a goder artir.

Qeyd etmek lazimdir ki, niimunslorde miisahide olunan asililiglar
corayan kKontaktlarindan yiuikdasiyicilarin kristalin injexsiyasi ve xristal
gefasin Coul istiliyi hesabina qizmasi ile elagedar ola bilmez. Bitin bu
effextlor hocmi effext olub, birbasa guclu elektrik sahesinin tesiri ile
alagedardir. 9debiyyatdan [1, 2, 3] melumdur ki, yarimxkegiriciye gucli
elextrix sahosi ile tesir etdikde onun hecminde miuxtelif clir elextron
proseslori yaranir ki, bu da elektrikkeciriciliyin, yurukliyun ve sarbast
yiukdasiyicilarin Konsentrasiyasinin deyismesine sebab olur. Yaranan bu
proseslor muxtslif effextlorin, o cimleden kKeg¢iriciliyin elektrix sahosin-
den asililifina, qizmar yuxdasiyicilarin termo.e.h.q.-nin yaranmasina ve
s. sabeb olur. Iki tip yuxdasiyicilara malik yarimkegirici ug¢un Kecgirici-
lik asagidaxi ximi ifade olunur [4]:

o =e (ni,+ pi,), 1)
burada f,, p, elextron ve desiklorin yuruxluyd, n,p ise uygun olaraq

onlarin Konsentrasiyalaridir. Buna gore de elertrix sahesinin tesiri ile

Komiyyetinin maddenin névinden, xarici tesirden asili olaraq dey-

o,

0
ismasi bilavasite yluxdasiyicilarin yuruxliyi, xonsentrasiyasi, hemeginin
elextrix sahosini xaraxterize eden parametrlor ile slagedar olmalidar.
Umumi halda fezaca bircins olan izotrop sistemin diferensial xeciriciliyi

dn dlnn
i ] 2)

+
dinE dlnE

o, =eny [1+
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o dln dln
Ga _[ AR GO (3)
o, dlnE dInE

kimi toyin olunur [5]. Qeyd etmor lazimdir ki, elektrik kegiriciliyin
elektrik sahesinden asililiginda konsentrasiya ve yurukliuyun hansinin
elektrik sahes intensivliyinden (E — den) asililig:r tstinlir teskil etmesinden

asili olaraq dreyf u=f(E) vo ya ronsentrasiya n=f(E) qeyri-xattiliyini

nezere almaq lazimdir. Qizdirici elektrik sahesinin tesiri altinda serbest
yurdasiyicilarin Konsentrasiyasinin deyigsmesi elektrik sahesinin tesiri ile
yarimkegiricide asqar ve ya zonalararasi desilmenin neticesinds bas vers
bilor. Bu halda 6yrenilen maddslerin elextrikkeciriciliyi guclu elektrik sa-
hosinin tosiri altinda ilkin hala nezeren keskin artmalidir. Mslumdur ki,
bele desilmenin ehtimali asqar seviyyelerin enerji derinliyinden, yarimkegi-
ricinin qadagan olunmus zonasinin eninden, elextrik sahesinin intensivli-
yinin Kritik giymetinden asilidir. Her bir yarimkecgirici tigun sahenin kritix
giymoati agagidaki ximi tayin olunur [6]-

m
E = E_, 4
"Ml ¢ (4)

burada m ve M uygun olaraq elextron ve ionun xutlesi, /- yukdagiyici-

larin serbest yolunun orta uzunlugu, E, -qadagan olunmus zolagin eni-

dir. Tedgiq olunan yarimgkegiricilor tug¢lin sahenin xritik giymeti
E, =10’ = 10° V-sm™ tortibindedir. Alinan neticelorden bir daha aydin

olur ki, totbiq olunan elektrix sahosinin intensivliyi E=4-10°V -sm™

tartibinde oldugundan tedqiq olunan kristallarda zerbe ile ionlagma pro-
sesl yarana bilmez.

Giclu elektrix sahssinds elertrikkecgiriciliyin sahs intensivliyinden
asililigi termoelextron ionlagmasina goére de yarana biler. Frenkelo gore
bu zonada serbest yuklerin Konsentrasiyasi

n=nyexp(avE ), (5)

1
o= (6)
kT \ 4reg,

burada n, —zsif elertrik sahoesinde serbest yuxlorin xomnsentrasiyasi,

€ —oyrenilon maddenin dielextrix nifuzlugu, €, —elextrix sabitidir. Bu

ifadelorden gorunur xi, Frenkel mexanizmine goére prosesde sarbest
yuklerin xonsentrasiyasi ustunluk tegkil etdiyi halda yarimxecgiricinin
Kegiriciliyi sahe intensivliyinden asili olaraq

O =exp ﬁ )
qanunu ile deyismelidir. Amma tecriibede xeciriciliyin elextrik sahesi
intensivliyinden asili olaraq deyismesi (7) asililigindan ferqli olaraq nis-
baton zeif xaraxterli olur. Bu onu gosterir ki, baxilan halda Frenkel
mexanizmi kegiricilikde shamiyyetli rol oynamair.

Yarimgkegiricilorde kegiriciliyin elextrik sahasindeon asililiginin ted-
qiginde daha bir mexanizm-ylikdasiyicilarin Konsentrasiyasinin tunel xe-
ciriciliyi mexanizmi ile artmasindan da istifade olunur. Bu halda guclua
elextrix sahesinde zonanin syilmesi zonalararasi1 tunel kegiriciliyinin,
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homc¢inin zonadan asqar seviyyelere ve ya asqar seviyyelorden zomnalara
tunel mexanizmi ile kKeg¢iriciliyin yaranmasina imkan yaradir. Potensial
goparin soffafligini musyyen edon [7]

* 3/2
8y 2m” (E,) }
E b

(8)

D:K-exp{— 3ok
e

disturundan gorunir ki, geparin D geffafligi qadagan olunmus zolagin
E, eninden ve xarici elektrik sahesinin E intensivliyinden asihidir. Bu-

rada K — miutenasiblix emsalidir.
Cd Hg, Te xristallarinda o -nin E -den asililif1 asqar seviyyelorden

. . . . . .. o qe e s 6 -1
tunel edilmesi neticesinde elextrik saheosi intensivliyinin E=~10" V -sm

qiymeatinde mumgundir. Demsli, algcaq elextrixk sahelorinde potensial
goporin seffaflig: hedden artiq boyux oldugundan Cd Hg, Te kristalinda

musahide olunan o =f(E) asililig1 tunel hesabina yarana bilmeaz.

Qeyd etmok lazimdir ki, bele guclu elektrixk saheasini tedqiq olunan
Cd Hg, Te xristalinda yaratmaq mumxiun deyil. Buna gore do otrafli

arasdirmadan bele gerara gelmex olur ki, 6yrenilen xristallarda musahi-
de olunan o=f(E) asililig1 Ziner effexti ile bagli deyil. Homg¢inin bir

fakti da qeyd etmex vacibdir ki, yuxarida geyd olunan mexanizmlerin
hamisinda elektrikkeciriciliyi sahe intensivliyinden xetti asili olmalidir.
Amma alinmis tecriibi asililiglarda elextrik sahesi intensivliyinin artma-
s1 zaman1 Kegiriciliyin hom artmasi, ham de azalmasi musahide olunur.
Butun bu faxtlar kecgiriciliyin qizdirici sahenin intensivliyinden asili-
ligin1 yuxarida arasdirilan mexanizmlerle izah etmeyin mimgxin olma-
digina dslalsat edir.

Serbest yiikdasiyicilarin yurukluyu rxifayet geder yliksex olan ya-
rimkegiricilorde o =f(E) asililif1 bagsqa fakxtorlar hesabina da bas vere
bilor [8]. Yurdasiyicilarin kiitlesinin ki¢ik olmasi neticesinde onlarin 6z
aralarinda ve omlarla xristal gefes arasinda emnerji miibadilesi impuls
mibadilesinden forqli olaraq rifayet geder zeif olur. Bu sebebden giclu
elektrik sahesinde yiikdasiyicilarin orta kinetik enerjisi elextrix sahesi
ile qizdirilan yiuxdasiyicilarin termodinamik tarazliq enerjisinden neze-
recarpacaq derecade farqlenir.

Odebiyyatda [9] gosterilmisdir ki, ager guclu elektrik saholorinde
sorbest yurdasiyicilarin kKonsentrasiyasi sabit qalarsa (n=const), onda
o=f(E) asililig1 asagidak1 kimi ifads olunar:

o=0,(1+ BE*) 9)
Burada G, ve o uygun olaraq zeif ve giicli elektrik sahelorinde elex-

trikkegiriciliyi, [ -xemiyyet, E ise sahs intensivliyinden asili olmayan

parametrdir. Bu parametrin isaresi yuxdasiyicilarin sepilme mexanizmi
ilo teyin olunur. Yuxrdasiyicilarin asgar ionlardan sepilmesinde S >0,

gefes ragslarinden sepilmede ise [<0 .

Qizmar elerxtronlar oblastinda dreyf qeyri-xettiliyi ustiinlur teskil
etdiyi halda u-yuruklik ve uygun olaraq o=f(E) asilili1 imumi ss-

kilde asagidaxki kimi ifade olunur [10]:

126



2n
oc=0,E™" (10)
Burada n ve m xecgiricilik ug¢iin zeruri olan yuxdasiyicilarin enerji ob-

lastinda uygun sabitleridir.
Mueyyen olunmusdur ki, yukdagiyicilar yalniz akustix fononlardan

Y

1
sopildikde n:—E, m:E ve uygun olaraq u=E™'", o ~E™" olar.

Ogar yukdasiyicilar sifirinci akustik fononlardan sepilirse bu hal-

da n=-1, m:E vo uygun olaraq u~E™. Yuxdasiyicilarin yalniz asqar

ionlardan sepilmesi halinda pg=f(E) asililifi nuimunenin asgarlanma
deracesinden de asilidir. Agqar ionlarin kig¢ik Konsentrasiyalarinda ise
yurkdasiyicilarin yurukliytiniun sahe intensivliyinden asililig: ,qu3/2
kimi ifads olunur [11].

Miuxtelif terkibli stialanmamis her iki tip Cd Hg, Te =xristallarinda

alcaq temperatur ve zeif elextrik sahesinde yiikdasiyicilar istilik hereke-
tinde oldugundan elextrik sahs intensivliyinin artmasi ile xegiricilix tox-
minen Kvadratik qanunla artir. Algaq temperaturlarda yiikdagiyicilar esa-
son ion aggarlarindan sepildiyinden elektrik sahesi intensivliyinin boytumesi
ilo yukdagiyicilarin yuriukliyu artir ve uygun olaraq kegiricilik de artir.
Oyronilon niimunslerds agqarlarin konsentrasiyasi xifayet gedsr boyix ol-
dugundan bu tamamile miimgkiindir. Nisbeten al¢caq temperatur ve elektrik
sahalorinde kvadrtik asililigdan xenara ¢ixma oyrenilon nimunslerds de-
fexkt ve asqarlarin geyri-beraber paylanmalari hesabina yaranan qeyri-
bircinslik ile slagedardir. Algaq temperaturlarda elektrix sahesinin artmasi
ile ylurdasiyicilar daha giicli qizir ve neticede qizmar ylikdasiyicilar yara-
nir. Ona gore de qizmar elextronlarin ion asgarlarindan sepilme mexanizmi
ugun xaraxterik olan elektrikkeciriciliyin xarici elektrik sahosindon xotti
asililigi migahide olunur. Temperaturunun artmasi ile niimunenin bircins-
liliyi zoifloyir vo T =~200K temperaturlarda o =f(E) asililifi, ancaq yux-
dagiyicilarin noqtevi sepilme merkezleri ile qarsiliqli tesiri hesabina
yurukluytn deyismesi ile teyin olunur.

Cox da yursex olmayan yurdasiyicilarin heale mulayim oldugu qiz-
dirici1 elextrik sahelorinde, gefesin axustik reqslorinden sepilme ts-
tunlik teskil etdiyinden [ <0 sahe intensivliyinin artmasi ile Kegiricilik

Ao

Oy

~E’ qanunu ile deyisir. Sahe intensivliyinin artmas: ile yirdasiyi-

Ao . o .
cilar daha qizmar olur ve —=f(E) xotti asililifa xe¢ir. p—CdHg Te
O-U
. . e Ao
kristallarinda temperatur ve sahs intensivliyinden asili olaraq — - nin
O-U
deyismoesi giuicli elektrik sahesinin tesiri ile daha mutehearrix geyri-esas

yukdasiyicilarin (elektronlarin) ve ya az miiteherrix esas yuxdasiyicila-
rin (desixlorin) qizmas: ile baglidir.
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. Ao .
Nisbeten alcaq temperaturlarda —— -nin temperaturdan qeyri-

0y
monoton asililigi asqar ionlarindan sepilme ile slagsdardir. Bu halda
temperaturun yiikselmesi ile yuruklux artir, yturdasiyicilarin konsen-
trasiyasi ise daha deyismir. Tedqiq olunan n-tip xristallarda orta ve
nisbeten yuxari, p—tip kristallarda ise orta temperaturlarda xristal ge-

fosin reqgslerinden sepilme hesabina ylurdasiyicilarin yuruxliyu azalir.

.. Ao . .
Ona gore do — &Kemiyyati de azalir.
Oy
Todqiq olunan ntmunslerds D, >10° rad dozali Y —kvanti ve @,

>10" sm? suretli elektron seli ilo stialanmanin o =f(E) asililifina tesiri

baslangic halda xristalda olan coxlu asqar merxezlerin varlig: ile izah
oluna biler. o =f(E) funksiyasinda r—asililiq derecesinin giialanma do-

zasindan geyri-monoton asililifi asagidakxi sebeblorden ola bilor. Ilkin
nimunslorde homise daxili lokal elektrik sahesi vardir [11]. Homin sa-
hanin tesiri ile nuimunenin ayri-ayri hisselerinds agqgarlarin toplanmasi
bas verir ki, bu da numunede geyri-bircinslix yaradir. Kristallar ki¢ik
dozali Y —kvantlarla ve elektron seli ilo sualandirildigda yaranan az

sayda radiasiya defextlori idare olunmayan agqar atomlar: xkimi daxili
sahanin tesiri ile xristal daxilinde 6z yerlorini deyiserek ilkin toplanti
merkezlorinin etrafina yigisirlar. Neticede qeyri-bircinsliyin potensial
gapari, amplitudu ve ol¢lust artir. Bu halda algcaq temperatur ve zaif
elextrik sahesinde niimunsde yaranan geyri-bircinsliliyin amplitudu ve

Ao . o . . .
—— - nin E-—den asililigq derecesi 6ziunin maxsimal giymetine catir.
o

0
Suialanma dozasinin sonraki artiminda yaranmis radiasiya defextlari
nimunenin biutin hecminde paylanirlar ve nimunede bircinslilik barpa

olunmaga basglayir [12]. Ona gore de Ag -nin E —den asililiq derecesi
Oy

alcaq temperaturlarda yeniden azalmaga baslayir. Cd,Hg, ,Te monoxris-
talinin elektron xasselori radiasiya stialanmasi neticesinde kristalda ya-
ranan miuxtelif tip defertlorden asilidir. Bu monokristal gamma-gvant-
larla stalandirildigda kristalda daha cox axseptor xaraxterli Frenkel
defextlori, suratli elextron seli ile stialandirildigda iss donor xaraxterli
defextlor yaramir. Cd,Hg, ,Te monoxristalinin elektron xasselori radia-
siya sualanmas1 neticesinde kristalda yaranan muxtelif tip defextlorden
asilidir. Bu monoxkristal qamma-xkvantlarla sualandirildigda xristalda
daha ¢ox akseptor xararterli Frenkel defextlori, stirotli elextron seli ilo
stialandirildigda ise donor xaraxterli defextlor yaranir.
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BJIMAHHUE BBICOKOTEMITEPATYPHOI'O OBJIVUEHITA y -KBAHTAMH HA
3JIEKTPOPU3UYECKHUE CBOMICTBA MOHOKPHUCTAJLIOB Cd,Hg, Te

I0O.I' HYPVJUIAEB, BI.CAPAPOB, CK.HOBPY30BA
PE3IOME

B paboTe NpHBOAATCSA pe3yJIbTaThl [10JTy YEHHbIE NIPH H3Y Y€HHH BIIMAHHA OOy 4eHHA ) -

KBAaHTaMH H HarpsLHKEeHHOCTH CHIIBHOTO 3JIEKTPHYECKOTO IMOJIA Ha 3JIEKTP OIP OBOJJHOCTH B MO-
HokpHcTawtax Cd.Hg, ,Te cocTaBa o6pasiioB 0,25 <x < 0.95 .

B pe3ynbpTaTe NpoBENEHHBIX H3MEPEHHH yCTaHOBJIEHO, YTO KaK 0, TaK H ITOCJIe pa-
JIHALIHOHHOI'O O0JIyYeHHs JIEKTPOIPOBOAHOCTh H3y4daeMbIX KpHcTawioB Cd,Hg; . Te rpH Ha-
MPsDKEHHOCTAX, OOJIBIIHX HEKOTOPOro KpHTHYeCKOro 3HaueHH: (E,,) cTaHOBHUTCA 3aBHCHMOH

Ao
oT E, DTa 3aBHCHMOCTb IPH BCEX CJIy Yasix MOJJUHHAETCS CTENeHHOMy 3aKkoHy —— ~ E' . Ilpu

Oy

o Ao

5TOM BE€JIHYHHaA |:[—j — (—j :| OTHOCHTEJIbHOE€ H3MEHEHHE 3JIEKTP OIIPp OBOAHOCTH ITOA

o o
0 0 0 y

JeHCTBHEM CHJIBHOT'O 3JIEKTPHYECKOT'O IT0JIA [I0 H IOCjIe paHallHOHHOTO 00JIy YeHHEM, COOT-
BETCTBEHHO, TOXKE€ 3aBHCHT OT E,TH D,.

EFFECTS OF HIGH-TEMPERATURE IRRADIATION BY ¥V -QUANTS ON
THE ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF SINGLE CRYSTALS OF Cd,Hgi ,Te

Y.Q.NURULLAYEYV, V.H.SAFAROV, S. K. NOVRUZOVA
SUMMARY

In this paper the results obtained at the study of influence of y -quants irradiation and

intensivity of electrical field on the conduction of single crystals Cd,Hg, ,Te with composition
0,25 <x < 0,95 are shown.

It is established, that before and after radiactive irradiation, the conduction of single
crystals Cd,Hg, ,Te at intensities more than any crytical value ( Ek7) depends on the E, this

. Ao, .
dependence in all cases obeys to degree law of —— ~ E" . In this case the value of the change
0y
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of conduction KA—O-] — (A_O'j } at influence of high electrical field before and after radia-
O-U 0 00 ¥

tive irradiation depends on the E, T"and D, as well.
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